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Resumen:  
Las células solares con estructura TOPCON (Tunnel Oxide Passivated Contacts) 
son células solares de alta eficiencia que están llamadas a sustituir a las células 
PERC y dominar el mercado en los próximos años. Las células TOPCON incluyen 
contactos selectivos pasivados basados en estructuras poly-Si/SiOx depositadas por 
LPCVD (Low Pressure Chemical Vapor Deposition). Uno de los principales 
inconvenientes de la ruta de fabricación de estas células es que requieren de un 
proceso “extra” de decapado debido a que, con la técnica de LPCVD, ambas caras 
de la oblea se ven expuestas al proceso de depósito de las capas de poly-Si. 
Estudios recientes han demostrado que la técnica de PECVD (Plasma Enhanced 
Chemical Vapor Deposition) puede ser una buena alternativa al LPCVD ya que se 
trata de un proceso de depósito unilateral que además permite el dopaje de las 
láminas in-situ. 
Durante su estancia en el CIEMAT, el alumno deberá preparar y caracterizar capas 
de SiOx crecidas térmicamente en un sistema de recocidos térmicos rápidos (RTA), 
y capas de poly-Si depositadas en un sistema PECVD y tratadas posteriormente en 
un sistema RTA. El trabajo se llevará a cabo en los laboratorios de la Unidad de 
Energía Solar Fotovoltaica del CIEMAT, e incluirá colaboraciones con el Grupo de 
Láminas Delgadas y Microelectrónica de la Facultad de Ciencias Físicas de la UCM. 

Metodología:  
- Fabricación de SiOx mediante tratamientos en RTA. Se identificarán las 
condiciones óptimas de crecimiento para obtener capas de SiOx de alta calidad que 
proporcionen la mejor pasivación superficial posible. 
- Fabricación de capas de poly-Si (n) mediante la técnica de depósito PECVD y 
posterior tratamiento en un sistema RTA. Se identificarán las mejores condiciones 
de preparación que den lugar a las mejores características eléctricas.   
- Se estudiarán las características ópticas (elipsometría), eléctricas (resistencia hoja) 
y estructurales (espectroscopía Raman) de las capas desarrolladas. 
- Se estudiarán la viabilidad de las estructuras poly-Si/SiOx como contacto selectivo 
de electrones (alta pasivación superficial y baja corriente de recombinación y 
resistividad específica de contacto) usando diversas técnicas (como QSSPC, TLM). 
Para poder cursar este trabajo con éxito es muy conveniente una fuerte vocación 
experimental, dado que requiere el aprendizaje de un gran número de técnicas de 
crecimiento y caracterización. También es necesario tener disponibilidad horaria, 
dado que gran parte del trabajo de laboratorio se debe realizar de manera 
presencial.    

Conocimientos previos recomendados: 



Se recomienda tener una base teórica sobre semiconductores y su aplicación a 
células solares. Las técnicas de depósito y caracterización serán aprendidas por el 
estudiante durante su estancia. 
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